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1. 研究背景と目的 

ホランダイトとは AxB8O16（x≦2）の組成式で示

される擬一次元系構造の物質である。本研究ではA

サイトが Ba、B サイトが Ti のホランダイト

BaxTi8O16の研究を行った。先行研究で、Ba1.1Ti8O16

では 220K 付近で、電荷整列、正方晶から単斜晶へ

の構造相転移、帯磁率と抵抗率の異常が同時に起

こることが報告されている。この物質においては、

Ti サイトの電荷整列によって、構造相転移、抵抗

率・帯磁率の異常が引き起こされていると考えら

れている[1]。 

そこで、x を変えたときに電荷整列、抵抗率や帯

磁率の異常、構造相転移がどのように変化するか

を調べるために、単結晶を作製し、物性測定を行

った。 

2. 方法 

BaTiO3、TiO2、Ti、SrTiO3を様々な比率で混合し、

Ar 雰囲気下で FZ 法により単結晶を作製した。

TG,ICP 測 定 に よ り 作 製 し た 試 料 の 組 成

（BaxTi8O16+の x と）を求め、背面ラウエ法で軸

を決定し、帯磁率測定、抵抗率測定、低温 X 線回

折実験を行った。 

3. 結果と考察 

Ti1 個あたりの d 電子数 n=0.10,0.18,0.23 (n と x

との関係式を入れる)の試料が作製された。抵抗率

測定の結果が図 1 である。電子数 n=0.18 の試料で

は 220K 付近に抵抗率の異常がある。一方、

n=0.10,0.23の試料では160K付近で異常が観測され

た。帯磁率測定の結果が図 2 である。n=0.18 の試

料では 220K付近に異常があり、n=0.10,0.23の試料

では 160K 付近に異常があることがわかる。 

n=0.10 の試料の低温 X 線回折実験の結果が図３

である。構造相転移は 260K で起きていることがわ

かった。260K 以下では温度を下げるにつれて歪み

は大きくなるが、160K付近を境に、逆に歪みが小

さくなっていることがわかる。このことから、帯

磁率、抵抗率の異常は、単斜晶への構造相転移と

は必ずしも関係ないことがわかった。160K での帯

磁率・抵抗率の異常と単斜晶歪みが小さくなるこ

との原因として、電荷整列が考えられる。正方晶

で電荷整列が起こると、歪みが生じ単斜晶となる

が、すでに歪んでいる単斜晶で電荷整列すると、

歪みが小さな単斜晶になると予想される。 
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図１．抵抗率の温度依存性 
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図２.逆帯磁率の温度依存性 
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図３.Ba0.7Sr0.08Ti8O16.39(n=0.10)の低温 X線回折 
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